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１．概要（Summary） 

本研究は、低速電子顕微鏡に応用可能な高品質の電

子源の開発を行う。一般的な電子源に使用される電界電

子放出には、エネルギー分散が大きいこと、超高真空が

必要であること、イオン衝撃に耐性がないこと、外部振動

の影響に感受性が高いこと等の問題が存在する。光電子

放出では、これらが問題とはならないものの、別の問題と

して、光の回折制限を受けるため、点光源からのコヒーレ

ントビーム生成は困難である。そこで本研究では、陰極材

をナノスケールに微細化することで新たな電子光源の開

発を行う。この開発により、特に、高品質低速ビームを用

いた軽元素観測において汎用性の高い物質観測が可能

となる。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・FIB-SEMダブルビーム装置 

・超高真空スパッタ装置 

 

【実験方法】 

 NIMS 微細加工プラットフォームにより、以下の手順に

したがって陰極材の開発を行った。ビーム特性評価につ

いては KEK（高エネルギー加速器研究機構）と東工大で

実施する予定である。  

1. 基板上に、導電性薄膜を形成する 

2. 表面に基板保護膜を形成する 

3. FIBによるナノエッチングを行う 

4. スパッタリングを行う 

5. 保護膜を剥離する 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

陰極材を 1-5 の手順に従い製作した。光源サイズの大

きさは、手順 1-5の内、3の FIBによる加工のサイズに依

存する。その光源サイズは最小 35nm を達成した。この値

は、光電子放出の 40 倍、電界電子放出と同程度の光源

サイズとなる加工サイズを達成したことを意味する。加工

例を Fig.1に示す。 
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Fig. 1: The controlled transverse (left) and 

longitudinal (right) electron emission part using 

FIB. The scale bar corresponds to 400nm. 


